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（背景） 

現在、光ファイバー給電用受光素子として InGaAs太陽電池

が活発に研究されている。長波長帯レーザを受光する太陽電

池は、バンドギャップエネルギーが低いため開放電圧が低く

なるが、同じ材料で多接合化する事で開放電圧を増加させる

こと可能である[1]。本研究では、光通信で使用されている 1550 

nm光を受光する単接合 InGaAs 太陽電池(1J)と 3接合 InGaAs

太陽電池(3J)を作製し、高効率化に向けた課題検討として素子

の高温特性を評価した。 

（実験結果） 

1550nmのレーザ光を照射し素子の温度を 25℃から 

80℃まで変化させて、太陽電池素子の光電変換効率と 

短絡電流の変化率をまとめた結果を図 2に示す。 

室温 25℃で 250 mW照射に 3Jで最大変換効率 23.4% 

が得られたが、温度を上げる変換効率は減少した。 

また、1Jの変換効率も高温化するにつれて低下し、 

短絡電流 Iscは 1Jは増加したが 3Jでは減少した。 

1Jの Iscが増加したのは温度上昇によるバンドギャップ 

の低下によるものだと考えられる。3Jの場合は、室温では 

1550 nm光照射時に各サブセルで発生する電流が整合して 

いたが、温度上昇により電流ミスマッチが生じた為に 

短絡電流が低下し変換効率が低減したと推定される。 
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Fig.1. Schematic diagram of 1J and 3J InGaAs cell 

Fig.2. Isc and ηpv vs. the temperature of cell 
@  

@ @ 250 mW 
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